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 九州大学加速器・ビーム応用科学センターのタンデム加速器施設において nTD-Si検出器を用いた波形解析

法による軽荷電粒子の弁別性能評価実験を行った。nTD-Si検出器に入射する軽荷電粒子の位置および入射角

度を変えた測定を行い、それらが波形解析法による粒子弁別能に与える影響を評価した。本講演では、性能

評価実験の詳細および解析結果について報告する。 
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本研究グループはケイ素原子核における負ミュオン原子核捕獲反応から放出される荷電粒子エネルギース

ペクトルの測定（以下、本測定と呼ぶ）を計画している。本測定では低エネルギー荷電粒子を検出・識別す

るために、nTD-Si検出器を用いた波形解析法[1]を用いる。波形解析法では、nTD-Si検出器内に荷電粒子が停

止した事象に対し、信号パルスから nTD-Si 検出器内での荷電粒子のエネルギー損失 E と出力信号の時間微

分に相当する最大電流量 Imaxを計算し、それらの相関から粒子識別を行う。文献[1]では読み出し領域が細分

化された nTD-Siを用いているが、本測定ではチャンネルあたりの検出領域が大きな検出器を用いる予定であ

る。さらに荷電粒子の検出効率を高めるため、nTD-Siを荷電粒子の発生源である反応標的に近づけて測定を

行う。そのため文献[1]より荷電粒子の入射位置や入射角度の広がりが大きくなるため、検出器応答の位置・

入射角度依存性による粒子弁別能の悪化が懸念された。 

 入射位置や入射角度が大きく広がった条件下での粒子弁別精度の検証のため、九州大学加速器・ビーム応

用科学センターにおいてテスト実験を実施した。タンデム加速器で加速した 24 MeV の 7Li ビームをアルミ

ニウム箔に照射した。核反応によって生成した水素イオン(p, d, t)とヘリウムイオン(3He, 4He, 6He)を nTD-Si検

出器を用いて検出し、その出力信号波形をデジタイザにより記録した。nTD-Si検出器への荷電粒子の入射角

度を変えた測定データから、nTD-Si 検出器への入射角度が大きくなるほど信号の立ち上がりが遅くなり Imax

が減少することがわかった。さらに、水素イオンが入射した場合の Eと Imaxの比は、質量数によらず nTD-Si

検出器への侵入深さのみに依存することがわかった。 
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